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１．概要（Summary） 

高温環境下で動作可能な超高感度ピエゾ抵抗素子と

して、SiCNWs（シリコンカーバイドナノワイヤ）が注目され

ている。半導体ナノワイヤ構造では表面電位が電気伝導

性に強く影響することが報告されており、本研究では、コ

ア/シェル(C/S)NWs 構造において、シェル層表面電位が

SiCNWs の電気伝導性に及ぼす影響を明らかにするた

め、FET 型評価デバイス(Fig. 1)を開発し、SiCNWs の

電気伝導性の評価を実施した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置、レジスト現像装置、 

ウエハスピン洗浄装置、プラズマ CVD 

【実験方法】 

シェルを持たない直径約 40nm の SiCNWs 及び、膜

内固定電荷が正のシリコン酸化膜、固定電荷が負のアル

ミナ膜をシェルにもつ C/S SICNWs に対して FET 型評

価デバイス(Fig. 1)を作製し、ゲート電圧下での電気伝導

性を評価する。単独の SiCNW を電子顕微鏡内プロービ

ングシステムを用いて基板上に配置した後に、UVフォトリ

ソグラフィにより電極接触部の SiCNWsのシェル膜のエッ

チング及び電極作製を行い、評価デバイスを作製した。
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Fig. 1 Schematics of FET device of 

core/ shell SiC nanowire. 

 
Fig. 2 (a) Fabricated FET device and 

(b) I-V curves of C/S SiCNWs. 

装置を用いて UV フォトリソグラフィ用 5 インチフォトマスク

を作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2(a)に作製した FETデバイスを示し、Fig. 2(b)に、

ドレイン-ソース間電気伝導性の ID-VDSカーブ及びVGに

対する ID 変化率を示す。これらの測定結果から、

SiCNW はシェル層絶縁膜を被覆することで大きくキャリ

アモビリティが増大すること、シェル層内に含まれる固定

電荷により、n型半導体からp型半導体のふるまいへと変

化させることが可能であることが実験的に示された。 
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